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1 はじめに 

二次元遷移金属である MoS2は層数によってバンド構造が変わるため、MoS2の層数制御が重要

である。MoS2の層数制御をプラズマエッチングなどで行うことも試みられているが[1]、高エネル

ギー粒子による損傷が懸念される。我々は、低エネルギーのガスクラスターイオンビーム(GCIB)

を用いたMoS2の表面改質とエッチングを検討している。これまで GCIB照射により MoS2の表面

改質とエッチングが可能なことを報告してきたが[2]、照射前の MoS2 薄片形成を手動剥離で行っ

ていたため MoS2の厚さにバラツキが生じていた。本研究では、MoS2厚さのバラツキを低減する

ため機械駆動ステージを用いて未照射 MoS2 を形成し、GCIB によるエッチング効果を検討した。 

 

２ 実験・結果 

本実験ではバルクMoS2試料をスコッチテープに張り付け、機械駆動ステージに取り付けて 200回ステ

ージを往復運動させることにより機械剥離を行った。図 1 に従来の手動剥離で 200 回機械剥離を行った

後 AFMで測定したMoS2厚さと、機械駆動ステージで剥離を行った時のMoS2厚さの比較を示す。手動

剥離の場合、MoS2厚さの標準偏差が 369nm であったが、機械駆動ステージを用いた場合 12.8nm と低

減されている。すなわち機械駆動ステージを用いることにより薄くバラツキの少ない MoS2薄片を形成でき

る。この機械駆動ステージを用いて機械剥離を行ったMoS2薄片にAr-GCIBを照射したときの AFM像と

断面プロファイルを図 2 に示す。初期 MoS2厚さを薄くするとともに分布を低減することにより、GCIB によ

るエッチング量の分布も低減することが期待される。講演では本手法で作成したMoS2薄片へのGCIB照

射効果について、ラマン分光法による層数の評価を含めて報告する予定である。 
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図 2:MoS2薄片の AFM像と GCIB 照射前後の断面 

   

図 1:手動および機械駆動ステージで剥離した

MoS2厚みの分布 
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